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Структурные превращения, которые имеют место в твер-
дотельном состоянии фуллеренов при отжиге, приводят к суще-
ственному изменению электронных переходов, вызывающих 
спектральные особенности оптических свойств фуллеритов, в 
частности, оптической проводимости. 

Исследование спектров показателя преломления п, коэф-
фициента экстинции к, оптической проводимости ст поликри-
сталлических пленок Ceo проводились эллипсометрическим ме-
тодом при отражении света в оптической и ультрафиолетовой 
областях. Изучение структурных фазовых переходов и оптиче-
ских свойств фуллеритов осуществлялось на одних и тех же об-
разцах, полученных от источника при температуре сублимации 
около 450°С, и прошедших одинаковую термообработку. 

На кривых спектральной зависимости коэффициента по-
глощения а, как и для оптической проводимости о, вне зависи-. 
мости от отжига, наблюдается три полосы межзонных поглоще-
ний. Отжиг при 120°С в течении 20 мин приводит к заметному 
возрастанию оптической проводимости, что, как показывают 
структурные исследования, обусловлено повышением совер-
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шенства ГЦК кристаллической фазы. Такое увеличение сопро-
вождается смещением высокоэнергетической оптической про-
водимости в сторону более высоких частот и изменением спек-
тральной зависимости. Очевидно, что имеет место энергетиче-
ское возрастание электронных уровней в области зон С, Dt, /J, 
[1]. В меньшей мере отжиг влияет на электронные состояния зон 
А и В. Возрастание плотности электронных состояний зон F 
приводит к изменению формы кривой проводимости вблизи 
энергии квантов света 4,5 эВ. 

Дальнейший отжиг при 180°С в течение 60 мин приводит 
к падению поглощения света во всей области межзонных пере-
ходов, которое оказывается ниже по сравнению с исходным об-
разцом. Характер спектральной зависимости, положение макси-
мумов оптической проводимости практически сохраняется, что 
свидетельствует о неизменности кристаллической структуры. 
Действительно, как показывают дифракционные и электронно-
микроскопические исследования, при таких температурах отжи-
га в пленочных образцах сохраняется ГЦК структура, хотя ее 
параметр решетки заметно возрастает. 
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